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	№ п/п
	Компетенция
	Содержание вопроса
	Правильный ответ

	1
	ПК-3: Способен разрабатывать и применять новые материалы, исследовать их структуру и свойства
	1. Прочитайте текст и установите последовательность.
Расположите этапы роста гетероструктуры методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) в правильной последовательности:
а) Охлаждение подложки и завершение роста. 
б) Подготовка подложки (очистка, дегазация).
в) Открытие заслонок источников, начало роста слоя.
г) Контроль толщины слоя и состава in-situ.
		б
	в
	г
	а




	
	
	2. Прочитайте текст и установите последовательность.
Расположите в порядке возрастания характерные масштабы упорядочения для следующих материалов:
а) Кристалл
б) Аморфное вещество
в) Квазикристалл
г) Жидкий кристалл
		б
	г
	в
	а




	
	
	3. Прочитайте текст и установите последовательность.
Расположите в хронологическом порядке этапы открытия и изучения квазикристаллов:
а) Экспериментальное обнаружение дифракционной картины с икосаэдрической симметрией.
б) Теоретическое предсказание возможности существования материалов с запрещёнными осями симметрии.
в) Публикация результатов, подтверждающих стабильность квазикристаллической фазы.
г) Введение термина «квазикристалл».
		б
	а
	г
	в




	
	
	4. Прочитайте текст и установите последовательность.
Расположите в порядке возрастания энергии следующие типы возбуждений в твёрдом теле:
а) Фонон 
б) Электрон
в) Магнон
г) Экситон
		в
	а
	г
	б




	
	
	5. Прочитайте текст и установите последовательность.
Расположите этапы анализа дифракционной картины квазикристалла для определения его структуры:
а) Индексирование дифракционных рефлексов.
б) Получение дифракционной картины.
в) Моделирование структуры на основе полученных индексов.
г) Сравнение модели с экспериментальными данными.
		б
	а
	в
	г




	
	
	6. Прочитайте текст и установите соответствие.
Сопоставьте метод выращивания тонких пленок с его краткой характеристикой:
	Метод
	Характеристика

	1. Метод МЛЭ
	а) Рост тонких пленок в сверхвысоком вакууме

	2. Метод распыления (Sputtering)
	б) Метод, использующий ионы для удаления материала с мишени

	3. Метод ХОГ (CVD)
	в) Метод, использующий химические реакции в газовой фазе для осаждения плёнки

	
	г) Метод, использующий лазер для испарения материала и осаждения плёнки



		1
	2
	3

	а
	б
	в




	
	
	7. Прочитайте текст и установите соответствие.
Сопоставьте типы материалов с особенностями их структурного упорядочения:
	Тип материала
	Структурное упорядочение

	1. Кристалл
	а) Дальний трансляционный порядок

	2. Квазикристалл
	б) Дальний ориентационный порядок, отсутствие трансляционного порядка

	3. Аморфное вещество
	в) Отсутствие дальнего порядка

	
	г) Ориентационный порядок без трансляционного порядка



		1
	2
	3

	а
	б
	в




	
	
	8. Прочитайте текст и установите соответствие.
Сопоставьте типы эпитаксиального роста с их характеристиками:
	Тип роста
	Характеристика

	1. Гомоэпитаксия
	а) Рост плёнки того же материала, что и подложка

	2. Гетероэпитаксия
	б) Рост плёнки другого материала, чем подложка

	3. Молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ)
	в) Рост, осуществляемый в условиях сверхвысокого вакуума

	
	г) Рост, осуществляемый из жидкой фазы



		1
	2
	3

	а
	б
	в




	
	
	9. Прочитайте текст и установите соответствие.
Сопоставьте типы проводимости в полупроводниках с носителями заряда:
	Тип проводимости
	Носители заряда

	1. n-тип
	а) Основные носители заряда - электроны

	2. p-тип
	б) Основные носители заряда - дырки

	3. Собственная проводимость
	в) Проводимость, обусловленная как электронами, так и дырками при термическом возбуждении

	
	г) Проводимость, обусловленная добавлением примесей



		1
	2
	3

	а
	б
	в




	
	
	10. Прочитайте текст и установите соответствие.
Сопоставьте типы функциональных материалов с их характеристиками:
	Материал
	Характеристика

	1. Сегнетоэлектрик
	A. Материал со спонтанной электрической поляризацией

	2. Пьезоэлектрик
	B. Материал, генерирующий электрический заряд под действием механического напряжения

	3. Магнетострикционный материал
	C. Материал, изменяющий размеры под действием магнитного поля

	
	D. Материал, преобразующий тепловую энергию в электрическую и наоборот



		1
	2
	3

	а
	б
	в
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	11. Прочитайте текст и установите последовательность.
Расположите типы гетероструктур в порядке усложнения их структуры:
а) Квантовая яма 
б) Сверхрешётка
в) Гетеропереход 
г) Квантовая точка
		в
	а
	г
	б




	
	
	12. Прочитайте текст и установите последовательность.
Расположите материалы в порядке уменьшения степени их кристаллического порядка: 
а) Монокристалл
б) Поликристалл 
в) Аморфный материал 
г) Квазикристалл
		а
	б
	г
	в




	
	
	13. Прочитайте текст и установите последовательность.
Расположите методы исследования структуры материалов в порядке возрастания их пространственного разрешения:
а) Рентгеновская дифракция
б) Оптическая микроскопия
в) Атомно-силовая микроскопия
г) Электронная микроскопия
		б
	а
	г
	в




	
	
	14. Прочитайте текст и установите последовательность.
Расположите этапы определения ориентационной зависимости свойств текстурированного материала в следующем порядке:
а) Измерение физических свойств в различных направлениях
б) Определение функции распределения ориентаций (ФРО)
в) Анализ взаимосвязи между ФРО и измеренными свойствами
г) Получение экспериментальных данных о текстуре материала.
		г
	б
	а
	в




	
	
	15. Прочитайте текст и установите последовательность.
Расположите физические явления в порядке увеличения их характерных временных масштабов:
а) Межзонные электронные переходы 
б) Колебания решетки (фононы) 
в) Спин-решеточная релаксация 
г) Диффузия атомов
		а
	б
	в
	г




	
	
	16. Прочитайте текст и установите соответствие.
Сопоставьте электронные явления в твёрдом теле с их описанием:
	Явление
	Описание

	1. Экситон
	а) Связанная электрон-дырочная пара

	2. Плазмон
	б) Квант коллективных колебаний электронной плотности

	3. Поляритон
	в) Квазичастица, представляющая собой смесь фотона и элементарного возбуждения среды

	
	г) Квант колебаний атомов в кристаллической решетке



		1
	2
	3

	а
	б
	в




	
	
	17. Прочитайте текст и впишите слово.
Квазичастица, существующая в квазикристаллах благодаря их специфической, квазипериодической структуре решетки называют _______.
	фазоном

	
	
	18. Прочитайте текст и установите соответствие.
Сопоставьте дефекты кристаллической решетки с их описанием:
	Дефект
	Описание

	1. Вакансия
	а) Отсутствующий атом в узле решетки

	2. Межузельный атом
	б) Атом, находящийся в пространстве между узлами решетки

	3. Дислокация
	в) Линейный дефект, нарушение порядка атомных плоскостей

	
	г) Двумерный дефект, разделяющий кристаллиты в поликристалле



		1
	2
	3

	а
	б
	в




	
	
	19. Прочитайте текст и установите соответствие.
Сопоставьте свойства гетероструктур с их описанием:
	Свойство
	Описание

	1. Квантовая яма
	а) Область с ограниченным пространством для движения электронов

	2. Квантовая точка
	б) Область с нульмерным ограничением движения электронов

	3. Сверхрешетка
	в) Периодическая структура из нескольких слоев различных материалов

	
	г) Граница между двумя различными материалами



		1
	2
	3

	а
	б
	в




	
	
	20. Прочитайте текст и установите соответствие.
Сопоставьте методы исследования материалов с их основными принципами:
	Метод
	Принцип действия

	1. Рентгеновская дифракция
	а) Использование дифракции рентгеновских лучей для определения структуры

	2. Электронная микроскопия
	б) Использование пучка электронов для получения изображения

	3. Атомно-силовая микроскопия
	в) Сканирование поверхности с помощью острого зонда для получения изображения

	
	г) Использование света для получения увеличенного изображения



		1
	2
	3

	а
	б
	в




	
	
	21. Прочитайте текст и выберите все правильные ответы.
К основным дифракционным методам анализа текстур следует отнести:
а) электронографический; 
б) рентгенографический; 
в) нейтронографический;
г) механический.
	а, б, в

	
	
	22. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.
В законе Брэгга-Вульфа целому числу длин волн равно…
1) dhkl
2) 2dhkl
3) 2dhklsinθ
4) 2sinθ
	3

	
	
	23. Прочитайте текст и впишите слово. 
Структуры квазикристаллов имеют промежуточное положение между _______ и аморфными телами.
	кристаллами



